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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月12日(2011.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層マイクロ電子アセンブリを製造する方法において、
　ａ）複数のサブアセンブリを設けるステップであって、各サブアセンブリが、再構成ウ
エハまたは再構成ウエハの一部であり、前側と前記前側から離れた後側とを有するととも
に、複数の離間するマイクロ電子素子を含み、マイクロ電子素子が、前記前側で露出され
る前面と、前記前側で露出される接点と、前記後側に隣接する後面と、前記前面と後面と
の間で延びる縁部とを有し、各サブアセンブリが、マイクロ電子素子の前記後面上にわた
って位置し且つ隣接するマイクロ電子素子の前記縁部間で延びる充填層を更に含む、ステ
ップと、
　ｂ）各サブアセンブリの前記前側に複数のトレースを形成するステップであって、前記
トレースが前記接点から前記マイクロ電子素子の縁部を越えて延びる、ステップと、
　ｃ）前記サブアセンブリのうちの第１のサブアセンブリの厚さを前記後側から減少させ
て、第１のサブアセンブリ中の前記マイクロ電子素子の厚さを減少させるステップと、
　ｄ）サブアセンブリのうちの第２のサブアセンブリを前記第１のサブアセンブリと接合
し、それにより前記第２のサブアセンブリの前記前側が前記第１のサブアセンブリの前記
後側と対向し、前記第２のサブアセンブリのマイクロ電子素子の前記前面が前記第１のサ
ブアセンブリのマイクロ電子素子の後面と対向するようにするステップと、
　ｅ）前記第２のサブアセンブリの前記後側から下方へ延びる少なくとも１つの開口にリ
ード線を形成するステップであって、前記リード線が前記第１および第２のサブアセンブ
リの前記マイクロ電子素子の前記トレースに接続される、ステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第１のサブアセンブリの前記マイクロ電子素子は、第１のサブアセンブリ中の各マ
イクロ電子素子が前記前面と後面との間で約５０ミクロン未満の厚さに達するまで薄くさ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のサブアセンブリの前記マイクロ電子素子は、第１のサブアセンブリ中の各マ
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イクロ電子素子が前記前面と後面との間で約１５ミクロン以下の厚さに達するまで薄くさ
れる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マイクロ電子素子のうちの少なくとも１つがフラッシュメモリを含む、請求項１な
いし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記マイクロ電子素子のそれぞれがフラッシュメモリを含む、請求項１ないし３のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の方法を含む積層マイクロ電子ユニットを形成
する方法であって、ステップ（ｅ）の後に、隣接するマイクロ電子素子の縁部間で前記積
層マイクロ電子アセンブリを複数の積層マイクロ電子ユニットへと切断するステップを更
に含み、各ユニットは、前記第１および第２のサブアセンブリのそれぞれからのマイクロ
電子素子と、前記マイクロ電子素子のトレースに接続されるリード線とを含む、方法。
【請求項７】
　前記トレースは、前記接点と位置合わせされる開口を有する不導体層に沿って延びる、
請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のサブアセンブリを前記後側から薄くして、前記リード線を形成する前に第２
のサブアセンブリ中の前記マイクロ電子素子の厚さを減少させるステップを更に含む、請
求項１ないし７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ステップ（ｅ）は、前記マイクロ電子素子の隣接する縁部間で延びる複数のチャン
ネルを形成することを含む、請求項１ないし８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記リード線の少なくとも一部は、チャンネルのうちの１つの壁に沿って平行な経路を
成して延びる、請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ステップ（ｅ）は、マイクロ電子素子の隣接する縁部間に複数の離間する開口を形
成するとともに、前記離間する開口内にリード線を形成することを含み、各リード線が単
一の接点に接続される、請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくともステップ（ｃ）の前に、前記充填層がマイクロ電子素子の後面を覆う、
請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（ｃ）の前に、素子を前記第１のアセンブリの前側に付着するステップを
更に含む、請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記物品がパッケージング層を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記パッケージング層は、前記接点を前記第１のサブアセンブリの前記前側から電気的
に絶縁する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記サブアセンブリのうちの第３のサブアセンブリを前記第２のサブアセンブリと接合
し、それにより、前記第３のサブアセンブリの前記前側が前記第２のサブアセンブリの前
記後側と対向するようにするステップを更に含み、ステップ（ｅ）は、前記第３のサブア
センブリの前記マイクロ電子素子の前記トレースに接続されるリード線を形成することを
含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第３のサブアセンブリをその後側から研削して、第３のサブアセンブリ中のマイク
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ロ電子素子の厚さを減少させるステップと、前記サブアセンブリのうちの第４のサブアセ
ンブリを前記第３のサブアセンブリと接合し、それにより、前記第４のサブアセンブリの
前記前側が前記第３のサブアセンブリの前記後側と対向するようにするステップとを更に
含み、ステップ（ｅ）は、前記第４のサブアセンブリの前記マイクロ電子素子の前記トレ
ースに接続されるリード線を形成することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　ステップ（ｂ）の前に、前記第１のサブアセンブリの前記マイクロ電子素子の厚さは、
前記第１のサブアセンブリ中へのそれらの組み込み前において前記マイクロ電子素子が得
られるウエハの厚さとほぼ同じである、請求項１ないし１７のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１９】
　前記第２のサブアセンブリを研削する前記ステップの前に、前記第２のサブアセンブリ
の前記マイクロ電子素子の前記厚さは、前記第２のサブアセンブリ中へのそれらの組み込
み前において前記マイクロ電子素子が得られるウエハの厚さとほぼ同じである、請求項８
に記載の方法。
【請求項２０】
　積層マイクロ電子アセンブリを製造する方法において、
　ａ）複数のサブアセンブリを設けるステップであって、各サブアセンブリが、再構成ウ
エハまたは再構成ウエハの一部であり、前側と前記前側から離れた後側とを有するととも
に、複数の離間するマイクロ電子素子を含み、マイクロ電子素子が、前記前側で露出され
る前面と、前記前側で露出される接点と、前記後側に隣接する後面と、前記前面と後面と
の間で延びる縁部とを有し、各サブアセンブリが、前記接点から前記マイクロ電子素子の
前記縁部を越えて延びる複数のトレースと、前記マイクロ電子素子の後面上にわたって位
置し且つ隣接するマイクロ電子素子の前記縁部間で延びる充填層とを更に含む、ステップ
と、
　ｂ）前記サブアセンブリのうちの第１のサブアセンブリの厚さを前記後側から減少させ
て、第１のサブアセンブリ中の前記マイクロ電子素子の厚さを減少させるステップと、
　ｃ）前記サブアセンブリのうちの第２のサブアセンブリを前記第１のサブアセンブリと
接合し、それにより、前記第２のサブアセンブリの前記マイクロ電子素子の前記前面が前
記第１のサブアセンブリの前記マイクロ電子素子の前記後面上にわたって位置して対向す
るようにするステップと、
　ｄ）前記第２のサブアセンブリの前記後側から下方へ延びる少なくとも１つの開口にリ
ード線を形成するステップであって、前記リード線が前記第１および第２のサブアセンブ
リの前記マイクロ電子素子の前記トレースに導電接続される、ステップと、
　を含む方法。
【請求項２１】
　前記充填層が高分子を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ステップ（ａ）は、隣接するマイクロ電子素子の前記縁部が少なくとも所定の間隔
だけ離間されるように複数の個々のマイクロ電子素子の前記前面をキャリア層に一時的に
接合することを含む、請求項２０または２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ステップ（ａ）は、少なくとも隣接する接合されたマイクロ電子素子の縁部間の空
間内へ有機材料を流し込むことによって前記充填層を形成することを更に含む、請求項２
０ないし２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ステップ（ａ）は、充填層を形成した後に前記トレースを形成することを更に含む
、請求項２０ないし２３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１のサブアセンブリの前記マイクロ電子素子の前記前面は、前記第２のサブアセ
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ンブリの前記マイクロ電子素子の前記前面の対応する寸法とは異なる少なくとも１つの寸
法を有する、請求項２０ないし２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１のサブアセンブリの所与のマイクロ電子素子の前面は、前記第１のサブアセン
ブリの他のマイクロ電子素子の前面の対応する寸法とは異なる少なくとも１つの寸法を有
する、請求項２０ないし２５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記積層されたアセンブリ内の垂直に積層された一対のマイクロ電子素子の前面が少な
くともほぼ同じ寸法を有する、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　各アセンブリが前側に隣接する位置合わせ形態部を更に含む、請求項２０ないし２７の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記位置合わせ形態部および前記トレースは、前側で露出される金属層から成る要素で
ある、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ステップ（ｄ）は、前記第２のサブアセンブリのマイクロ電子素子の縁部が前記第
１のサブアセンブリのマイクロ電子素子の縁部に対して横方向に変位されるように前記第
２のサブアセンブリを前記第１のサブアセンブリに対してそれと垂直に位置合わせした状
態で接合することを含み、前記ステップ（ｅ）で形成される前記開口は、垂直に積層され
るマイクロ電子素子の横方向に変位される縁部に隣接する前記トレースを露出させる傾斜
壁を有する、請求項２０ないし２９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記横方向が第１の横方向であり、各マイクロ電子素子の前記縁部が第１の縁部と前記
第１の縁部に対して垂直な第２の縁部とを含み、前記ステップ（ｄ）は、前記第２のサブ
アセンブリのマイクロ電子素子の前記第２の縁部が前記第１のサブアセンブリのマイクロ
電子素子の第２の縁部に対して第２の横方向に更に変位されるように前記第２のサブアセ
ンブリを前記第１のサブアセンブリに対してそれと垂直に位置合わせした状態で接合する
ことを含み、前記第２の横方向が前記第１の横方向に対して垂直であり、前記方法は、前
記第２の縁部に隣接する第２のトレースを露出させる傾斜壁を有する第２の開口を形成す
るステップと、前記第２のトレースに接続されるリード線を形成するステップとを更に含
む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　積層マイクロ電子ユニットを製造する方法において、
　ａ）複数のマイクロ電子素子を積層して接合するステップであって、各前記マイクロ電
子素子が、前面と、前記前面から離れる後面と、前記前面で露出される接点と、前記前面
と前記後面との間で延びる縁部と、前記接点に接続されて前記前面に沿って前記縁部へ向
けて延びるトレースとを有し、前記マイクロ電子素子のうちの少なくとも一部の前記前面
が他のマイクロ電子素子の前記後面上にわたって位置して前記後面と対向する、ステップ
と、
　ｂ）前記トレースから、前記マイクロ電子素子の前記縁部に沿って、前記少なくとも一
部のマイクロ電子素子のマイクロ電子素子の後面上にわたって位置して前記後面に隣接す
るユニット接点へと延びる複数の導体を形成するステップと、
　を含む方法。
【請求項３３】
　前記複数のマイクロ電子素子のそれぞれは、配列を成して配置される複数のマイクロ電
子素子を含むマイクロ電子サブアセンブリ中に含められ、ステップ（ａ）は、複数の前記
マイクロ電子サブアセンブリを積層して接合するとともに、前記サブアセンブリ中の積層
されたマイクロ電子素子の縁部間で延びる複数の開口を形成することを含む、請求項３２
に記載の積層マイクロ電子ユニットを製造する方法。
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【請求項３４】
　上面と、前記上面で露出されるユニット接点と、前記上面から離れた下面とを有する積
層マイクロ電子ユニットにおいて、
　ａ）前面と、後面と、前記前面で露出される接点と、前記前面と前記後面との間で延び
る縁部と、前記接点に接続されて前記前面に沿って前記縁部へと延びるトレースとをそれ
ぞれが有する複数の垂直に積層されるマイクロ電子素子であって、積層されたマイクロ電
子素子のうちの少なくとも１つの後面がマイクロ電子ユニットの上面に隣接する、複数の
垂直に積層されるマイクロ電子素子と、
　ｂ）前記トレースから前記マイクロ電子素子の前記縁部に沿って上面へと延びる複数の
導体であって、前記上面に隣接する前記少なくとも１つのマイクロ電子素子の前記後面上
にわたって前記ユニット接点が位置するようにユニット接点と導電接続される、複数の導
体と、
　を備える積層マイクロ電子ユニット。
【請求項３５】
　前記下面で露出される少なくとも幾つかのユニット接点を更に備え、前記ユニット接点
は、前記下面に隣接する少なくとも１つのマイクロ電子素子の前面上の接点に接続される
、請求項３４に記載の積層マイクロ電子ユニット。
【請求項３６】
　積層マイクロ電子ユニットにおいて、
　第１および第２の垂直に積層されるマイクロ電子素子であって、それぞれの積層マイク
ロ電子素子が、横方向を規定する前面と、前記前面から離れて延びる少なくとも１つの縁
部と、前記前面で露出される接点と、前記接点から前記縁部へ向けて延びるトレースとを
有し、前記第２のマイクロ電子素子の前記前面が少なくとも部分的に前記第１のマイクロ
電子素子の前記前面上にわたって位置し、前記第２のマイクロ電子素子が前記第１のマイ
クロ電子素子の隣接する縁部から前記横方向に変位される少なくとも１つの縁部を有する
、第１および第２の垂直に積層されるマイクロ電子素子と、
　前記マイクロ電子素子の前記横方向に変位された縁部上にわたって位置し、前記積層ユ
ニットの縁部を規定する前記誘電体層と、
　前記マイクロ電子素子の前面でトレースに接続され、前記マイクロ電子素子の前記縁部
に沿ってユニット接点へと延びるリード線と、
　を備える、積層マイクロ電子ユニット。
【請求項３７】
　前記横方向に変位される縁部が第１の方向に延びる第１の縁部であり、前記マイクロ電
子素子の前記縁部は、前記第１の方向に対して垂直な第２の方向に延びる第２の縁部を含
み、前記第１および第２のマイクロ電子素子のそれぞれは、前記第１および第２のマイク
ロ電子素子のうちの他方の隣接する第２の縁部から横方向に変位される少なくとも１つの
第２の縁部を有し、前記誘電体層は、前記マイクロ電子素子の前記第２の縁部上にわたっ
て位置するとともに、前記マイクロ電子素子の前記第２の縁部に沿ってユニット接点へと
延びる、請求項３６に記載の積層マイクロ電子ユニット。
【請求項３８】
　積層マイクロ電子ユニットにおいて、
　第１および第２の垂直に積層されるマイクロ電子素子であって、第１の高さにある前記
第１のマイクロ電子素子の少なくとも１つの第１の縁部が、前記第１の高さの上側に位置
する第２の高さにある前記第２のマイクロ電子素子の対応する第１の縁部を越えて延びる
、第１および第２の垂直に積層されるマイクロ電子素子と、
　前記第１および第２のマイクロ電子素子の前記第１の縁部上にわたって位置し、前記積
層ユニットの第１の縁部を規定する誘電体層と、
　前記誘電体層を貫通して延び、前記マイクロ電子素子の前面のトレースに接続される導
電ビアと、
　を備える、積層マイクロ電子ユニット。



(6) JP 2010-534951 A5 2011.9.1

【請求項３９】
　積層マイクロ電子ユニットにおいて、
　第１および第２の垂直に積層されるマイクロ電子素子であって、前記第１のマイクロ電
子素子の前面が前記第２のマイクロ電子素子の前面または後面のうちの少なくとも一方の
上にわたって位置し、前記第１および第２のマイクロ電子素子の前記前面の幅または長さ
のうちの少なくとも一方が異なる、第１および第２の垂直に積層されるマイクロ電子素子
と、
　前記第１および第２のマイクロ電子素子の前記第１の縁部上にわたって位置する誘電体
層と、
　前記マイクロ電子素子の前面のトレースに接続され、前記積層ユニットの第１の縁部に
沿って延びるリード線と、
　を備える、積層マイクロ電子ユニット。
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